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ABSTRAK 

Poli (3-tiofena asid asetik) (P3T AA) adalah polimer pengalir yang boleh menunjukkan 

sifat elektrik yang menyerupai semikonduktor. Kajian ini adalah menentukan ciri elektrik 

filem nipis. Kaedah Elektrokimia (Cyclic Yoltammetry) adalah satu teknik penghasilan 

filem nipis monomer 3T AA dan P3TAA di mana enapan berlaku pada elektrod bekerja. 

Pencirian ke atas filem nipis monomer 3TAA dan P3TAA adalah pencirian morfologi 

menggunakan Mikroskop Pengimbas Elektron (SEM) dan pencirian sifat optik 

menggunakan Spektrofotometer Alur Ganda Dua. Penentuan ketebalan filem nipis adalah 

menggunakan Ellipsometer manakala pencirian sifat elektrik menggunakan alat Penduga 

Empat Titik. Pencirian lengkung arus-voltan (1-Y) dilakukan terhadap peranti 

IT0/3TAA/ Al dan ITO/P3T AA/ Al. Keputusan morfologi permukaan bagi permukaan 

sampel ITO sebelum dibersihkan dalam keadaan rata, tidak berlubang dan tidak retak. 

Manakala, permukaan sampel ITO yang telah dibersihkan didapati dalam keadaan rata 

dan terdapat satu garisan. Imej morfologi bagi filem nip is P3T AA selepas penyalutan 

dengan kaedah elektrokimia didapati dalam keadaan yang tidak sekata. Dari pencirian 

sifat optik, jurang tenaga bagi monomer 3TAA adalah 3.29 eV dan P3TAA adalah 3.45 

eY. Kekonduksian filem nipis monomer 3TAA dan P3TAA adalah 7.688xl0-
2 Scm-1 dan

7.794x10-2 Scm-1• Purata ketebalan filem nipis monomer 3TAA adalah (96.72±0.006) nm

dan P3TAA adalah (97.21±0.003) nm. Dari pencirian lengkung 1-V, peranti 

IT0/P3TAA/Al boleh menunjukkan sifat diod 
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ABSTRACT 

Poly (3-thiophene acetic acid) is the conducting polymer that can exhibit electrical 

properties which approach to those of some semiconductors. This study is to determine 

the electrical properties of the thin film. Electrochemistry method (Cyclic Voltammetry) 

is a technique used to deposite 3TAA monomer thin film and P3TAA where thin film 

was deposited on working electrode. The morphology characterization of 3T AA 

monomer thin film and P3TAA was done using Scanning Electron Microscopy (SEM) 

and the optical properties was measured using UV Spectrophotometer. Ellipsometer were 

used to determine the films thickness while Four Point Probe were used to determine the 

film electrical properties. The structure of IT0/3TAA/Al and ITO/P3TAA/Al devices 

which have been fabricated were then studied their I- V characteristic. From the surface 

morphology study, the ITO sample before cleaning were flat, without hole, and without 

crack. While, the surface morphology of ITO sample after cleaning also flat and have a 

thin line. Besides that, the surface morphology of thin film after coating by the 

electrochemistry method is not uniform. The value of energy gap of 3T AA monomer is 

3.29 eV and P3TAA 3.45 eV. The conductivity of 3TAA monomer thin film and P3TAA 

are 7.688 x 10-2 Scm 1 and 7.794 x 10-2 Scm- 1
• The average thickness of monomer 3TAA 

thin film is (96.72±0.006) nm and P3TAA (97.21±0.003) nm. From the 1-V curves, the 

ITO/P3TAA/ Al devices have successfully shown the diode characteristic. 
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